[bookmark: _GoBack]Pasiūlymas yra iš puslaidininkinės elektronikos srities, o būtent puslaidininkinių įtaisų ir schemų su jais, veikiančių greitaveikėse analoginės bei impulsinės elektronikos schemose, elektroninėse automatikos sistemose, informacijos apdorojimo įtaisuose, ir t. t. Pasiūlytame, pavyzdžiui, n+–p–n– puslaidininkiniame įtaise, turinčiame emiterio E (n+), bazės B (p) ir kolektoriaus K (n–) išvadus, kolektoriaus K n– – sritis padaryta su dviem papildomais ominiais kontaktais K(1; 2), sudarančiais tetrodinio tranzistoriaus (TT) darinį, o kitame variante TT bazės p– sritis turi du išvadus B(1; 2), sudarančiais pentodinio tranzistoriaus (PT) darinį. Pasiūlytos įvairios stiprintuvų, generatorių, impulsų formuotuvų ir moduliatorių-keitiklių schemos su TT ir PT. Palyginus su analogais, stiprintuvai, generatoriai, impulsų formuotuvai ir moduliatoriai-keitikliai, padaryti TT ir PT pagrindu, pasižymi: didesne veikimo sparta – impulsinėje veikoje formuojamų išėjimo signalų frontų trukmės t(r, f) < 1 ns, santykinai dideliu ribiniu dažniu fT > (5–10) GHz ir kartu dideliu formuojamų signalų pasikartojimo dažniu, maža soties įtampa Us ≤ 0,05 V atidarytoje būsenoje. 
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